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1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

2次元材料の 1つであるMoS2は，バンドギャップ（単

層：1.8 eV，多層：1.2 eV）を持ち[1, 2]，柔軟性・光透

過性など良好な機械的・光学的特性を持つことから，

次世代の極微細 CMOS 実現が期待されている．MoS2

の成膜には剥離法や CVD が主に用いられているが，

実用的な成膜方法の確立が望まれる．また，これまで

報告されている MoS2 MOSFET は n-type のデプレッシ

ョン型で動作していて[1, 3]，Na 汚染が要因の 1 つと

して考えられる[4]．そこで本研究では，生産性が高く，

比較的クリーンなプロセスであるスパッタリング法に

よる MoS2薄膜を形成したので以下に報告する． 

2. MoS2薄膜の形成薄膜の形成薄膜の形成薄膜の形成 

RF マグネトロンスパッタリングを用いて，300oC に

加熱した SiO2/Si 基板に MoS2を堆積させた． Fig. 1 に

成膜直後の MoS2薄膜の断面 TEM 像を示す．同図（お

よび Raman 分光評価結果）より，300oC 高温スパッタ

リングにより，SiO2 との界面に平行な層状の MoS2 膜

が形成されていることがわかる．また，スパッタリン

グにより形成された MoS2 膜のキャリア密度は剥離法

による報告と比較し，1/1000 程度に低減された（Fig. 2）．  

3. まとめまとめまとめまとめ 

 300oC 高温スパッタリング法を用いて，SiO2/Si 基板

上に，5 nm までの MoS2薄膜の形成に成功した．また，

既存の MoS2 膜よりもキャリア密度を大幅に低減する

ことができ，昨年度の秋季応物で報告した通り[5]，キ

ャリア密度低減により MoS2 MOSFET のエンハンスメ

ント型での動作が期待される． 

5 nm

SiO2 C-dep.
 

Fig. 1 Formation of MoS2 thin film (5 layers) directly on 

SiO2 by high-temperature sputtering (300oC). 
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Fig. 2 Carrier density on thickness of sputtered MoS2 film. 
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